
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）カルボキシル基および／またはフェノール性水酸基を含有し、かつ重量平均分子
量（Ｍｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）との比（Ｍｗ／Ｍｎ）が、 バインダ樹脂
を、１分子中に少なくとも２個以上のビニルエーテル基を含有する化合物と酸触媒付加反
応させて得られる樹脂と、（ｂ）放射線照射により酸を生じる化合物とを含むレジスト液
を基板に塗布し、塗膜を形成する工程と、放射線を用いて前記塗膜に所定のパタン潜像を
形成する工程と、アルカリ水溶液を現像液としてパタンを現出させる現像工程とを有す
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１．０である

る
パ において、

上記成分（ａ）のバインダ樹脂が、トリス（４－ヒドロキシフェニル）メタン、トリス
（４－ヒドロキシフェニル）エタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン
、α，α，α '－トリス（４－ヒドロキシフェニル）－１－エチル－４－イソプロピルベ
ンゼン、２，６－ビス〔（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）メチル〕－４－メチル
フェノール、２，２ '－メチレンビス〔６－〔（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）
メチル〕－４－メチルフェノール〕、４－〔ビス（４－ヒドロキシフェニル）メチル〕－
２－メトキシフェノール、４，４ '，４ ''，４ '''－（１，２－エタンジイリデン）テトラ
キスフェノール、４，４ '，４ ''，４ '''－（１，２－エタンジイリデン）テトラキス〔２
－メチルフェノール〕、４，６－ビス〔（４－ヒドロキシフェニル）メチル〕－１，３－
ベンゼンジオ－ル、２，６－ビス（４－ヒドロキシフェニル）メチル－４－メチルフェノ
ール、４，４ '，４ ''，４ '''－（１，４－フェニレンジメチリジン）テトラキスフェノー



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は半導体装置等の微細加工に用いられるパタン形成 に係り、特にＸ線、電子
線等の電離放射線のパタン露光によりパタン潜像形成部に酸を生成せしめ、この酸を触媒
とする反応によって、照射部と未照射部のアルカリ水溶液に対する溶解性を変化させ、ア
ルカリ水溶液を現像液とする現像工程によりパタンを現出させ タン形成方法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体集積回路については高集積化に伴う微細化が進み、使用されるレジストにも
高い解像性や感度、良好なパタン形状が要求されるようになってきた。このようなレジス
トとして、露光により生成した酸の触媒作用により、現像液に対する溶解性を変化させる
反応を起こす化学増幅系レジストが注目され、多数の化学増幅系レジスト組成物が提案さ
れている。ポジ型レジストとしては、米国特許第３７７９７７８号公報、特開昭５９－４
５４３９号公報に記載の組成物が知られている。これらの従来例の記載によれば、溶解性
を変化させる媒体として、たとえば、酸触媒により脱保護（分離）する保護基（アセター
ル、ｔ－ブトキシカルボニル基等）を含む化合物または重合体が開示されている。このよ
うな媒体を含むレジストは、現像によって、露光部が溶け、未露光部が残り、ポジ型のパ
タンを現出させることができる。
【０００３】
この反応機構においては、酸前駆体から発生する酸の分子サイズおよび酸前駆体のアルカ
リ現像液に対する溶解阻害効果が感度、解像度を決める要素になっており、メタンスルホ
ン酸、トリフルオロメタンスルホン酸等のアルキルスルホン酸を酸の種類に持つオニウム
塩、アルキルスルホン酸とピロガロールとのエステル、Ｎ－ヒドロキシイミドのトリフル
オロメタンスルホン酸等が広く用いられている。
【０００４】
最近では、半導体集積回路の最小寸法がクォーターミクロン以下となり、集積回路製造の
歩留まりを向上させる上で、寸法精度の高いレジストパタンを得ることが重要な課題とな
っている。現在用いられている化学増幅系ポジ型レジストは、主にアルカリ可溶性高分子
からなっている。これらの高分子は様々な分子量を有する分子によって構成されている。
分子量の異なる高分子は、現像液に対する溶解性が異なるため、現像後のレジストパタン
のエッジに凹凸（ラフネス）形状を生じさせ、これが寸法精度低下の原因になることがわ
かってきた。これを回避するパタン形成材料として特開平６－２６６０９９号公報に記載
のように、アルカリ可溶性高分子の重量平均分子量（Ｍｗ）、数平均分子量（Ｍｎ）、お
よび分子量分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）を制御する方法が知られている。これにより、レジスト
パタンのラフネスをある程度改善することができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術の分子量特性を制御したアルカリ可溶性樹脂を含むレジストは、アルカリ可
溶性の高い低分子量成分の含有量が著しく制限されるために、樹脂全体の溶解速度が低下
し、その結果レジスト感度を著しく低下させるという重大な欠点がある。
【０００６】
　本発明の目的は 感度で高解像度のレジストパタンを形成でき タン形成方法を提
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ル、Ｃ－ウンデシルカリックス〔４〕レゾルシンアレーン、メチルカリックス〔４〕レゾ
ルシンアレーン、および上記フェノール類にヒドロキシベンジル、ヒドロキシアルキルベ
ンジル、ジヒドロキシベンジル、ハロゲン、アルキル、シクロアルキル、アルコキシ、ア
シル、アシロキシ、ニトロ、ヒドロキシル、シアノ、ハロゲン化アシル、カルボキシル、
アルコール、ハロゲン化アルキル等から選ばれる少なくとも１種類の置換基を有するポリ
ヒドロキシ化合物であることを特徴とするパタン形成方法。

方法

るパ

、高 るパ



供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、鋭意検討の結果、レジストパタンのラフネス制御とレジスト感度の向上の
両方を満たす新しいパタン形成材料として、アルカリ可溶性のバインダ樹脂とある特定の
構造を有するビニルエーテル基を含有する化合物とを酸触媒下で反応させ、バインダ樹脂
のカルボキシル基またはフェノール性水酸基とビニルエーテル基との付加によって生じる
架橋構造の樹脂に着目した。
【０００８】
この架橋構造の形成によって、バインダ樹脂は分子量が増加し、アルカリ水溶液に対する
溶解性が低い樹脂に変性される。この樹脂を用いたレジストは、放射線照射で発生する酸
の触媒反応によって架橋構造が切断されるため、元のバインダ樹脂を容易に現出させるこ
とが可能である。
【０００９】
したがって、本発明によれば、従来のレジストのマトリックス樹脂として使用できなかっ
た、アルカリ可溶性に優れた低分子量の樹脂および単分散の樹脂をバインダ樹脂として使
用できるため、露光部の溶解性の向上と共に露光部で現出する分子サイズの均一化が得ら
れるという新規な機能を有するポジ型パタン形成材料となることを見出し、本発明の完成
に至った。
【００１０】
すなわち、本発明は（ａ）カルボキシル基および／またはフェノール性水酸基を含有する
バインダ樹脂を１分子中に少なくとも２個以上のビニルエーテル基を含有する化合物と酸
触媒付加反応させて得られる樹脂、（ｂ）放射線照射により酸を生じる化合物を少なくと
も含むことを特徴とするパタン形成材料およびこの組成を用いたパタン形成方法により達
成される。
【００１１】
本発明に用いられるカルボキシル基および／またはフェノール性水酸基を含有するバイン
ダ樹脂としては、たとえばフェノール性水酸基を１個以上有するフェノール類にアルデヒ
ド類を用いて重縮合させたノボラック樹脂が挙げられる。すなわち、フェノール、ｏ－ク
レゾール、ｍ－クレゾール、ｐ－クレゾール、２，３－キシレノール、２，４－キシレノ
ール、２，５－キシレノール、３，４－キシレノール、３，５－キシレノール、２，３，
５－トリメチルフェノールなどのフェノール性水酸基を１個以上有するフェノール類、レ
ゾルシノール、カテコールなどのフェノール性水酸基を２個以上有するフェノール類、フ
ロログルシン、ピロガロール、ヒドロキシヒドロキノン等のフェノール性水酸基を３個以
上有するフェノール類が挙げられる。これらのフェノール類は、それぞれ１種類単独でま
たは２種類以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１２】
さらに上記のノボラック樹脂は、分別沈殿処理、たとえば、樹脂を良溶媒、メチルイソブ
チルケトン、酢酸エチル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート等に溶解し
、次いでヘキサン、クロロベンゼン、キシレン、トルエン、ジエチルエーテルなどの貧溶
媒に注ぎ込むことによって、低分子量が除かれた樹脂を析出し、得られた析出物をさらに
分別処理することにより、所望の分子量、重量平均分子量（Ｍｗ）に対する数平均分子量
（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ、以下多分散度という）のものを得ることができる。
【００１３】
また、ビニルフェノール系重合体、ハロゲン化ビニルフェノール重合体、カルボキシル基
含有重合体等のアルカリ可溶性樹脂も用いることができる。
【００１４】
上記ビニルフェノール系重合体としては、ビニルフェノールの単独重合体およびビニルフ
ェノールと共重合可能な成分との共重合体が好適である。共重合可能な成分としては、た
とえばアクリル酸誘導体、メタクリル酸誘導体、スチレン誘導体、無水マレイン酸、マレ

10

20

30

40

50

(3) JP 3903638 B2 2007.4.11



イン酸イミド誘導体、アクリロニトリルなどが挙げられる。
【００１５】
上記ハロゲン化ビニルフェノール重合体の例としては、４－ビニル－２－クロロフェノー
ル、４－ビニル－２，６－ジクロロフェノール、４－ビニル－２－ブロモフェノール、４
－ビニル－２，６－ジブロモフェノール等のビニルフェノール類を単独または２種類以上
組み合わせた重合体が挙げられる。
【００１６】
上記カルボキシル基含有重合体としては、アクリル酸誘導体、メタクリル酸誘導体、クロ
トン酸、イタコン酸等のカルボキシル基含有単量体の単独重合体、２種類以上のカルボキ
シル基含有単量体による共重合体、または、カルボキシル基含有単量体と他の共重合可能
な単量体との共重合体が好ましい。
【００１７】
上記の方法で得られたアルカリ可溶性バインダ樹脂は、重量平均分子量（Ｍｗ）が２００
０～２００００、重量平均分子量（Ｍｗ）に対する数平均分子量（Ｍｎ）の比（多分散度
）が、１．０～２．０の範囲、好ましくは、１．０～１．５の範囲がよい。重量平均分子
量が２０００未満では、現像特性、塗膜の均一性に難点があり、また、重量平均分子量が
２００００を超えると、解像性が著しく低下する。さらに、多分散度が２．０を超えると
、ビニルエーテル基を含有する化合物による架橋化度にばらつきを生じ、本発明の効果が
得られない。
【００１８】
本発明においてアルカリ可溶性のバインダ樹脂としては特定のポリヒドロキシ化合物を用
いることができる。すなわち、ベンゼン環を３つ以上、水酸基を３つ以上有し、かつ１つ
のベンゼン環に有する水酸基が２つ以下の構造を有するものが好ましい。
【００１９】
上記構造の化合物として、たとえば、トリス（４－ヒドロキシフェニル）メタン、トリス
（４－ヒドロキシフェニル）エタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン
、α，α，α '－トリス（４－ヒドロキシフェニル）－１－エチル－４－イソプロピルベ
ンゼン、２，６－ビス〔（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）メチル〕－４－メチル
フェノール、２，２ '－メチレンビス〔６－〔（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）
メチル〕－４－メチルフェノール〕、４－〔ビス（４－ヒドロキシフェニル）メチル〕－
２－メトキシフェノール、４，４ '，４ ''，４ '''－（１，２－エタンジイリデン）テトラ
キスフェノール、４，４ '，４ ''，４ '''－（１，２－エタンジイリデン）テトラキス〔２
－メチルフェノール〕、４，６－ビス〔（４－ヒドロキシフェニル）メチル〕－１，３－
ベンゼンジオ－ル、２，６－ビス（４－ヒドロキシフェニル）メチル－４－メチルフェノ
ール、４，４ '，４ ''，４ '''－（１，４－フェニレンジメチリジン）テトラキスフェノー
ル、Ｃ－ウンデシルカリックス〔４〕レゾルシンアレーン、メチルカリックス〔４〕レゾ
ルシンアレーン、および上記フェノール類にヒドロキシベンジル、ヒドロキシアルキルベ
ンジル、ジヒドロキシベンジル、ハロゲン、アルキル、シクロアルキル、アルコキシ、ア
シル、アシロキシ、ニトロ、ヒドロキシル、シアノ、ハロゲン化アシル、カルボキシル、
アルコール、ハロゲン化アルキル等から選ばれる少なくとも１種類の置換基を有する化合
物が挙げられる。
【００２０】
本発明に用いられるビニルエーテル基を含有する化合物としては、１分子中に少なくとも
２個以上のビニルエーテル基を含有する化合物が好ましい。たとえば、レゾルシノール、
カテコール、ヒドロキノンなどのフェノール性水酸基を２個以上有するフェノール類、フ
ロログルシン、ピロガロール、ヒドロキシヒドロキノン等のフェノール性水酸基を３個以
上有するフェノール類、ビスフェノール類、トリスフェノール類、三核体のフェノール類
、テトラキスフェノール類のヒドロキシル基の水素原子の一部または全部をエチルビニル
エーテル基、メチルビニルエーテル基、ビニルエーテル基から選ばれる少なくとも１種類
で置換された化合物が好ましい。
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【００２１】
さらにシクロアルカン類、ビフェニル類、ナフタレン類、およびアントラセン類でヒドロ
キシル基またはグリコロイル基を２個以上有する化合物のヒドロキシル基の水素原子の一
部または全部をエチルビニルエーテル基、メチルビニルエーテル基、ビニルエーテル基か
ら選ばれる少なくとも１種類で置換された化合物も用いることができる。
【００２２】
本発明のビニルエーテル基を含有する化合物の含有量は、アルカリ可溶性バインダ樹脂１
００重量部に対して、１０重量部以上～１００重量部以下であることが望ましい。含有量
がこの範囲にあると、放射線に対して十分な感度、ラフネスを抑制した良好なパタン形状
を与えることができる。含有量が１０重量部より少ないと、本発明の効果が得られず、含
有量が１００重量部より多いと、感度の低下につながり好ましくない。
【００２３】
本発明のレジスト組成物には、たとえば、ストリエーション（塗布ムラ）を防いだり、現
像性をよくしたりするための界面活性剤、樹脂の溶解速度を調整するためのビスフェノー
ル類、トリスフェノールアルカン類、三核体のフェノール類、テトラキスフェノール類等
の低分子フェノール化合物、酸触媒により脱保護（分離）する保護基（アセタール基、ケ
タール基、ｔ－ブトキシカルボニル基等）を含む化合物または重合体、レジスト溶液の保
存安定剤、酸触媒の非露光部への拡散を抑制するための塩基性化合物、オニウムハライド
等のイオン解離性化合物、テトラエチレングリコール等の保湿剤を必要に応じて配合する
ことができる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
次に、この発明の具体的な実施例および比較例について説明する。なお、これらの実施例
は、本発明の範囲内の好適な特定の条件の下における単なる例示にすぎず、本発明がこれ
らの実施例にのみ限定されるものではない。
【００２５】
（ビニルエーテル合成例１）
ビニルエーテル基を含有する化合物の合成例を以下にあげる。ジメチルスルホキシド５０
ml中にトリス（４－ヒドロキシフェニル）メタン：２．５ｇを溶解する。これに水素化ナ
トリウム（５０％固形油中）１．８ｇに１０ mlのヘキサンを加えて分散媒を溶かし去った
ものを注ぎ、２５℃で１時間攪拌しながら反応させた。さらに、この反応液に２－クロロ
エチルビニルエーテル１０ｇを滴下し、７０℃で１２時間反応させた。反応混合液は水１
０００ ml中に滴下して、生成物を析出させる。生成物を含む水溶液を分液ロートに移し、
ジエチルエーテル２００ mlを加えて抽出した。エーテル溶液は、２ＮのＮａＯＨ水溶液５
０ mlを加えて洗浄し、中性になるまで水洗する。水洗したエーテル溶液は、減圧下濃縮し
て、生成物を得た。この生成物は、赤外吸収スペクトルおよびＮＭＲスペクトル分析より
、トリス（４－ヒドロキシフェニル）メタンが有する３つの水酸基の水素原子のすべてが
エチルビニルエーテル基で置換していることを確認した。
【００２６】
（ビニルエーテル合成例２）
上述のビニルエーテル合成例１のトリス（４－ヒドロキシフェニル）メタンの代わりにフ
ロログルシンを用いて同様の結果を得た。
【００２７】
（ビニルエーテル合成例３）
上述のビニルエーテル合成例１のトリス（４－ヒドロキシフェニル）メタンの代わりにビ
ス（ｐ－ヒドロキシフェニル）メタンを用いて同様の結果を得た。
【００２８】
（ビニルエーテル合成例４）
上述のビニルエーテル合成例１の２－クロロエチルビニルエーテルの代わりにビニルクロ
ライドを用いて同様の結果を得た。
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【００２９】
（樹脂合成例１）
アルカリ可溶性バインダ樹脂とビニルエーテル基を含有する化合物とを酸触媒付加反応さ
せて得られる樹脂の合成例を以下にあげる。
【００３０】
α，α，α '－トリス（４－ヒドロキシフェニル）－１－エチル－４－イソプロピルベン
ゼンの４－ヒドロキシベンジル基ヘキサ置換体（４－ヒドロキシベンジル基の４－ヒドロ
キシフェニル基に置換する位置は２および６位）（分子量：１０６０）（水酸化テトラメ
チルアンモニウムの２．３８重量％水溶液に対する溶解速度：３μ m／秒）：２．０ｇと
ビニルエーテル合成例１の化合物：１．０ｇを１，４－ジオキサン５０ mlに溶解する。こ
れに、ピリジニウムｐ－トルエンスルホネート：０．０１ｇを加え、２５℃で６時間反応
させた。その後反応液は、減圧下濃縮して、白色固体を得た。この固体を酢酸エチルに溶
解し、分液ロートに移して、２ＮのＮａＯＨ５０ mlを加えて洗浄し、中性になるまで水洗
する。水洗した酢酸エチル溶液は、減圧下濃縮し、ヘキサン中に固体を析出させる。濾過
後、真空乾燥して生成物を得た。
【００３１】
この生成物は、ＧＰＣ（示差屈折率検出器使用）により、重量平均分子量（Ｍｗ）：５１
００、多分散度：２．５の樹脂であることを確認した。また、水酸化テトラメチルアンモ
ニウムの２．３８重量％水溶液に対する樹脂の溶解速度は、０．１ nm／秒と小さいことが
分かった。
【００３２】
（樹脂合成例２）
上述の樹脂合成例１のビニルエーテル化合物（ビニルエーテル合成例１）：１．０ｇの代
わりに同ビニルエーテル化合物：０．６ｇを用いて同様の結果を得た。
【００３３】
（樹脂合成例３）
上述の樹脂合成例１のビニルエーテル化合物の代わりに１，４－シクロヘキサンジメタノ
ールジビニルエーテルを用いて同様の結果を得た。
【００３４】
（樹脂合成例４）
上述の樹脂合成例１のビニルエーテル化合物の代わりにビニルエーテル合成例２のビニル
エーテル化合物を用いて同様の結果を得た。
【００３５】
（樹脂合成例５）
上述の樹脂合成例１のビニルエーテル化合物の代わりにビニルエーテル合成例３のビニル
エーテル化合物を用いて同様の結果を得た。
【００３６】
（樹脂合成例６）
上述の樹脂合成例１のα，α，α '－トリス（４－ヒドロキシフェニル）－１－エチル－
４－イソプロピルベンゼンの４－ヒドロキシベンジル基ヘキサ置換体の代わりにポリ（メ
タクリル酸）（Ｍｗ：７０００、多分散度：１．０７）を用いて同様の結果を得た。
【００３７】
（樹脂合成例７）
上述の樹脂合成例１のα，α，α '－トリス（４－ヒドロキシフェニル）－１－エチル－
４－イソプロピルベンゼンの４－ヒドロキシベンジル基ヘキサ置換体の代わりにメチルカ
リックス〔４〕レゾルシンアレーンを用いて同様の結果を得た。
【００３８】
（実施例１）
樹脂合成例１の樹脂：１００重量部、酸前駆体として、ピロガロールとエタンスルホン酸
の三置換体エステル：４重量部を２－ヘプタノンに溶解して、固形分濃度１５重量％の溶
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液を調合した。この溶液を孔径０．２μ mのテフロンメンブレムフィルタを用いて濾過し
、レジスト溶液を得た。
【００３９】
シリコンウェハ上に上述のレジスト液を滴下し、回転塗布後１００℃、５分間熱処理して
０．３５μ mの厚さのレジスト膜を得た。この基板に電子線描画装置（電子線の加速電圧
は３０ｋＶ）で、照射量を段階的に変化させて電子線照射後、１００℃、２分間熱処理し
てレジスト膜の潜像部分のアルカリ水溶液に対する溶解性を増加させる反応を促進した。
【００４０】
上述の熱処理後、水酸化テトラメチルアンモニウム２．３８重量％を含む水溶液を現像液
に用いて３０秒間浸漬し、照射部の残留膜厚を測定した。この残留膜厚と電子線照射量の
関係から電子線感度特性を求めた。本発明の感度曲線は、７．０μＣ／ cm2の高感度で膜
減りもなく、高コントラストを得た（図１）。
【００４１】
本発明のレジスト溶液を塗布した基板に電子線描画装置（電子線の加速電圧は５０ｋＶ）
を用いて、１１．０μＣ／ cm2の照射量で０．２μ mのラインアンドスペースパタンを描画
した。１００℃、２分間熱処理して潜像部分のアルカリ水溶液に対する溶解性を増加させ
る反応を促進した。上述の熱処理の後、水酸化テトラメチルアンモニウム２．３８重量％
を含む水溶液を現像液に用いて５０秒間浸漬し、レジストパタンを得た。本発明のレジス
トパタンは断面形状が矩形で、パタンエッッジの凹凸が１０ nm以下と小さいことが分かっ
た。
【００４２】
（実施例２）
樹脂合成例１の樹脂の代わりに樹脂合成例３を用いた以外は、実施例１の方法に従った。
本実施例においても、上記実施例１と同様の結果を得た。
【００４３】
（実施例３）
樹脂合成例１の樹脂の代わりに樹脂合成例４を用いた以外は、実施例１の方法に従った。
本実施例においても、上記実施例１と同様の結果を得た。
【００４４】
（実施例４）
樹脂合成例１の樹脂の代わりに樹脂合成例５を用いた以外は、実施例１の方法に従った。
本実施例においても、上記実施例１と同様の結果を得た。
【００４５】
（実施例５）
樹脂合成例１の樹脂の代わりに樹脂合成例６を用いた以外は、実施例１の方法に従った。
本実施例においても、上記実施例１と同様の結果を得た。
【００４６】
（実施例６）
樹脂合成例１の樹脂の代わりに樹脂合成例７を用いた以外は、実施例１の方法に従った。
本実施例においても、上記実施例１と同様の結果を得た。
【００４７】
（比較例１）：従来例
実施例１において合成例５の樹脂：１００重量部の代わりに、ｍ、ｐ－クレゾールノボラ
ック樹脂（Ｍｗ：７７００、多分散度：４．９）（水酸化テトラメチルアンモニウムの２
．３８重量％水溶液に対する溶解速度：２２ nm／秒）：８５重量部、エトキシエチル基を
酸分解性基に持つポリ（ｐ－ビニルフェノール）（エトキシエチル基の導入率８０％）：
１５重量部を用いた以外は、実施例１の方法に従って行った。その結果、上記レジストは
、３．０μＣ／ cm2の電子線感度を示したが、電子線描画装置によって形成した０．２μ m
パタンの凹凸が２０ nm以上と大きいことが分かった。
【００４８】
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（実施例７）
電子線描画技術（電子線の加速電圧は５０ｋＶ）を用いてフォトマスクを加工するプロセ
スに、実施例１のレジスト組成物を適用した実施例を以下に示す。
【００４９】
まず、石英基板上にクロム膜と酸化クロム膜の２層構造の遮光膜を付けたフォトマスク用
ブランクス（ＨＯＹＡ（株）製）に上述のレジストを滴下、回転塗布後１００℃、７分間
熱処理して、０．３μ mの厚さのレジスト膜を得た。この基板に電子線描画装置（電子線
の加速電圧は５０ｋＶ）を用いて、０．２５μ mのラインアンドスペースパタンを１１．
０μＣ／ cm2の照射量で描画した後、１００℃、５分間熱処理して潜像部分のアルカリ水
溶液に対する溶解性を増加させる反応を促進した。
【００５０】
上記の熱処理の後、水酸化テトラメチルアンモニウム２．３８重量％を含む水溶液を現像
液に用いて５０秒間浸漬し、レジストパタンを得た。本発明のレジストパタンは、断面形
状が矩形で、設計寸法通りの０．５μ mの線幅であった。次に現像パタンをマスクとして
、ＣＨ 2Ｃｌ 2とＯ 2の混合ガスで反応性イオンエッチングにより、クロム２層膜のドライ
エッチングを行った。酢酸メチルセロソルブでレジストを除去し、電子顕微鏡でクロム膜
のエッチング形状を確認したところ、垂直な断面形状のパタンが確認された。
【００５１】
上記実施例では、潜像形成に電子線を用いた例を示したが、酸前駆体は電子線以外の活性
放射線の照射によっても電子線照射と同様に酸を生成するため、本発明において電子線以
外にＸ線などの活性放射線を用いて潜像形成を行っても、上記実施例と同様の結果を得る
ことができた。
【００５２】
【発明の効果】
　本発明によれば、紫外線、遠紫外線、電子線、Ｘ線、その他の活性放射線に対して高感
度で高解像度に優れたレジストパタンを形成でき
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１におけるレジストの電子線感度特性を示すグラフ。
【符号の説明】
１…実施例１のパタン形成材料の感度特性曲線。
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【 図 １ 】
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